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[序論] 炭化珪素(SiC)エピタキシャルウエハ

の生産性を上げるための課題の一つは、Fig. 1
に示すように、製膜時に試料台（サセプタ）等

にも形成される SiC 堆積物を素早く除去する

方法を開発することである。 

 
Fig. 1 SiC CVDの課題 

 
そこで、三フッ化塩素(ClF3)ガスを用いて

SiC堆積物を除去する方法（クリーニング）が

提案[1-4]されている。サセプタを ClF3 ガスに

よる腐食から保護するために熱分解炭素膜が

有効であることが把握された。本報告では、熱

分解炭素被膜を設けたカーボンサセプタに

SiCを製膜し、得られた膜を ClF3ガスにより除

去した。これにより実際に製膜とクリーニング

を試行したので、詳細を報告する。 
[実験] 熱分解炭素被膜を形成した高純度カ

ーボン基板（東洋炭素製、3 cm角）を試料と

した。EPIREVO™ S6リアクター(ニューフレ

アテクノロジー)を用いて厚さ 30μｍの SiC膜

を堆積した後、ClF3 ガス（関東電化工業）に

温度400～480℃、常圧、濃度100%、流量50 sccm
において10～30分間曝露してSiC膜を除去し、

更に、窒素或は水素雰囲気において 900℃で 10
分間熱処理することにより残留フッ素を除去

した。試料の表面を走査型電子顕微鏡(SEM)に
より観察し、組成と化学結合状態を X 線光電

子分光(XPS)法により分析した。 
[結果と考察] Fig. 2に熱分解炭素被膜表面に

形成された SiC膜の表面の様子を示す。熱分解

炭素のぺブル状の表面が微細な凹凸を有する

30μｍ厚の SiC膜により覆われている。この膜

を ClF3ガスに 400℃30分、或は、460℃15分曝

露した様子を Fig. 3 (a1)及び (a2)に示す。SiC
膜が除去され、Fig. 3 (a2)にはフッ素化により

熱分解炭素被膜表面が変色したことが示され

ている。フッ素を除去するために 900℃におい

て水素雰囲気で熱処理した結果を Fig. 3 (b1), 
(b2), (c1) 及び (c2)に示す。2つの試料共に Fig. 

2(a)に示す状態と同等になったことから、製膜

前の熱分解炭素膜に戻ったことが確認された。 
 

 
Fig. 2 熱分解炭素被膜上に製膜された SiC膜 

 
Fig. 3 クリーニングと熱処理の後の表面状態 

 
[結論] SiC エピタキシャルリアクタのクリー

ニング技術を開発するため、熱分解炭素被膜上

に SiC を製膜して ClF3ガスにより除去した。

その結果、熱分解炭素被膜の表面は成膜前の状

態に戻ったことから、工業生産工程においてク

リーニングが可能であると期待される。 
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